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time distribution. The authors use the law to propose for the first time an analytical expression of the failure time distribution of 
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ДО 50-РІЧЧЯ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЕЛЕКТРОН-КАРАТ»

22 листопада 2022 року виповнюється 50 років 
від дня заснування Науково-виробничого підприєм-
ства «Електрон-Карат». 

Свою історію підприємство розпочинає від мо-
менту створення у 1972 році Львівського науково-
дослідного інституту матеріалів, як головного під-
приємства галузі з розробки новітніх матеріалів. 
У 1986 році підприємство реорганізовано у Науково-

Стаття присвячується Науково-виробничому підприємству «Електрон-Карат», яке було створено у 1972 році 
як Львівський науково-дослідний інститут матеріалів — головне підприємство галузі з розробки новітніх ма-
теріалів. Сьогодні НВП «Електрон-Карат» є галузевим науково-технологічним закладом України, діяльність 
якого спрямована на пошук, дослідження, розробку технологій та дрібносерійне виробництво матеріалів функ-
ціональної електроніки, зокрема нано-, мікро-, опто-, акусто-, кріо-, магнето- та квантової електроніки.  
НВП «Електрон-Карат» — атестована наукова організація, внесена до державного реєстру. Частину лабора-
торій підприємства визнано національним надбанням України.

Ключові слова: НВП «Електрон-Карат», матеріали функціональної електроніки, технології вирощування,  
монокристали.

виробниче об’єднання «Карат», яке у 1991 році увій-
шло до складу ПрАТ «Концерн-Електрон» як дочір-
нє підприємство. У 2017 році НВП «Карат» змінило 
найменування на НВП «Електрон-Карат».

Сьогодні НВП «Електрон-Карат» є галузевим 
науково-технологічним закладом України, діяль-
ність якого спрямована на пошук, дослідження, роз-
робку технологій та дрібносерійне виробництво ма-
теріалів функціональної електроніки, зокрема нано-, 
мікро-, опто-, акусто-, кріо-, магнето- та квантової 
електроніки. 

НВП «Електрон-Карат» є атестованою науко-
вою організацією, яка внесена до державного ре-
єстру. Частину лабораторій підприємства визна-
но національним надбанням України. На підприєм-
стві успішно діють дві філії — «Мікротех-Карат» та 
«Мікроелектроніка».

Одним з головних напрямків розробок науково-
технологічних підрозділів НВП «Електрон-Карат» є 
технології вирощування монокристалічних матеріа-
лів (об’ємних та плівкових) та їх механічного обро-
блення. Підприємство бере участь у низці державних 
науково-технологічних програм, проводить фунда-
ментальні дослідження за проєктами Національного  
фонду досліджень та виконує міжнародні договори 
про наукове та комерційне співробітництво з нау -
ковими установами інших країн. Крім того, НВП 
«Електрон-Карат» є співвиконавцем у європейських 
наукових проєктах «IMAGE» та «MEGA», які отри-
мали фінансування від програми ЄС з досліджень та 
інновацій «Horizon 2020» в рамках грантових угод 
Марії Склодовської-Кюрі та, починаючи з 2023 року, 
наукового проєкту «TERAHERTZ» в рамках програ-
ми ЄС «Horizon Europe».

Генеральний директор НВП «Електрон-Карат», дійсний 
член Академії технологічних наук України, Заслужений 
діяч науки і техніки України, доктор технічних наук,  

професор Микола Михайлович Ваків

УДК 001+621.372 DOI: 10.15222/TKEA2022.4-6.65
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Вирощування монокристалів складних оксидів
Дільниця для вирощування монокристалів туго-

плавких оксидів за методом Чохральського з індук-
ційним нагрівом містить шість установок виробни-
цтва фірми Physitherm (Франція), укомплектованих 
датчиками маси. 

Вирощувані монокристали
LiNbO3, LiNbO3:MgO, LiTaO3 — для електроопти-

ки, нелінійної оптики, акустооптики, акустое-
лектроніки; 

Gd3Ga5O12:Nd, Y3Al5O12:Nd, YAlO3:Nd, YVO4:Nd, 
YAlO3:Tm — для лазерної техніки;

CdWO4, CaWO4, PbWO4, CaMoO4 — для викори-
стання у сцинтиляційних пристроях та у фізи-
ці високих енергій;

Gd3Ga5O12, Y3Al5O12, YAlO3 — для виготовлення 
підкладок з діаметром до 76,2 мм.

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ НАПРЯМКИ НВП «ЕЛЕКТРОН-КАРАТ»

• Виготовлення  монокристалічних епітаксійних шарів складних оксидів методом рідинно-фазної  епітаксії
• Одержання епітаксійних напівпровідникових структур на основі сполук A3B5 методами МОС-гідридної 

та рідинно-фазної  епітаксії
• Прецизійне механічне оброблення монокристалічних матеріалів
• Вакуумне нанесення металевих та діелектричних покриттів
• Дослідження властивостей та контроль параметрів матеріалів
• Виробництво кремнієвих пластин
• Виготовлення радіоелектронних компонентів вузлів на основі керамічної та товстоплівкової технологій
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Виготовлення монокристалічних епітаксійних 
шарів складних оксидів методом рідинно-фазної  

епітаксії
Дільниця розташовується у модульному чисто-

му приміщенні класу “100” виробництва фірми 
Physitherm (Франція). 

Вирощування монокристалічних епітаксійних 
шарів проводиться на монокристалічних підкладках 
діа метром до 76,2 мм у спеціальній п’ятитонній ре-
зистивній пічці «Garnet-3» (LPAI, Франція). 

Основними отримуваними матеріалами є моно-
кристалічні епітаксійні плівки зі структурою грана-
ту для різноманітного застосування, а саме: 

• епітаксійні структури на основі алюмінієвих та 
галієвих гранатів для створення активних середовищ 
мікрочіпових лазерів, потужних дискових лазерів та 
пасивних модуляторів лазерного випромінювання;

• епітаксійні структури на основі залізо-ітрієвого 
гранату для НВЧ-техніки та спінтроніки;

• епітаксійні структури на основі рідкісноземель-
них залізних гранатів для магнітоелектроніки та сен-
сорики;

• епітаксійні структури на основі Bi-заміщених за-
лізних гранатів для магнітооптики (візуалізатори маг-
нітних полів, оптичні ізолятори, модулятори тощо).

Прецизійне механічне оброблення 
монокристалічних матеріалів

Дільниця укомплектована устаткуванням фірми 
«LOGITECH» (Велика Британія):

• верстат прецизійного різання монокристаліч-
них матеріалів;

• технологічна лінійка шліфувально-поліру-
вальних верстатів;

• лазерний інтерферометр для контролю якості об-
роблення робочих поверхонь оптичних монокриста-
лічних елементів;

• автоколіматор для контролю паралельності ро-
бочих поверхонь оптичних монокристалічних еле-
ментів.

Обладнання спеціально призначене для оброблен-
ня пласких поверхонь монокристалічних оптичних 
блоків та стрижнів і дозволяє досягати площинно сті  
λ/10 і непаралельності робочих граней до 5 кутових 
секунд. Дільниця розташована у чистому приміщен-
ні класу “10000”.
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Вакуумне нанесення металевих  
та діелектричних покриттів

Дільниця, що розташовується у чистому примі-
щенні класу “10000”, укомплектована устаткуван-
ням фірми «TORR INTERNATIONAL» (США) для 
нанесення тонкоплівкових діелектричних і метале-
вих покриттів на робочі поверхні активних елемен-
тів оптоелектронних пристроїв.

Можливості:
• нанесення електродів на поверхні активних еле-

ментів електро- та акустооптичних пристроїв управ-
ління лазерним променем;

• нанесення просвітлювальних покриттів на ро-
бочі поверхні оптичних елементів; 

• створення багатошарових діелектричних та ме-
талевих дзеркал лазерних резонаторів та інтерферен-
ційних фільтрів. 

Одержання епітаксійних напівпровідникових 
структур на основі сполук А3В5 методами 

МОС-гід ридної та рідинно-фазної  епітаксії 

• Розробка новітніх промислових технологій для 
виготовлення епітаксійних структур на основі сполук 
A3B5, а також одноатомних напівпровідників

• Дрібносерійне виробництво оптоелектронних 
та силових приладів

Потужність установки МОС-гідридної епітаксії 
Discovery 180LDM VECO (США) в безперервному 
режимі роботи:

• одноразове завантаження —  6 дводюймових під-
кладок (або 3 тридюймові); 

• 6 — 8 технологічних процесів  на добу;
• 480 — 500 епітаксійних структур за місяць

 Виробництво кремнієвих пластин
• Виробництво кремнієвих пластин електронної 

якості діаметром від 2 до 6 дюймів в кількості до 
500 000 шт. на рік

• Можливість виробництва полірованих пластин 
квадратної і псевдоквадратної форми за специфіка-
цією замовника

• Основні параметри пластин електронної якості 
відповідають стандарту SEMI M1-00
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нанесення тонкоплівкових діелектричних і метале-
вих покриттів на робочі поверхні активних елемен-
тів оптоелектронних пристроїв.

Можливості:
• нанесення електродів на поверхні активних еле-

ментів електро- та акустооптичних пристроїв управ-
ління лазерним променем;

• нанесення просвітлювальних покриттів на ро-
бочі поверхні оптичних елементів; 

• створення багатошарових діелектричних та ме-
талевих дзеркал лазерних резонаторів та інтерферен-
ційних фільтрів. 

Одержання епітаксійних напівпровідникових 
структур на основі сполук А3В5 методами 

МОС-гід ридної та рідинно-фазної  епітаксії 

• Розробка новітніх промислових технологій для 
виготовлення епітаксійних структур на основі сполук 
A3B5, а також одноатомних напівпровідників

• Дрібносерійне виробництво оптоелектронних 
та силових приладів

Потужність установки МОС-гідридної епітаксії 
Discovery 180LDM VECO (США) в безперервному 
режимі роботи:

• одноразове завантаження —  6 дводюймових під-
кладок (або 3 тридюймові); 

• 6 — 8 технологічних процесів  на добу;
• 480 — 500 епітаксійних структур за місяць

 Виробництво кремнієвих пластин
• Виробництво кремнієвих пластин електронної 

якості діаметром від 2 до 6 дюймів в кількості до 
500 000 шт. на рік

• Можливість виробництва полірованих пластин 
квадратної і псевдоквадратної форми за специфіка-
цією замовника

• Основні параметри пластин електронної якості 
відповідають стандарту SEMI M1-00
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Виготовлення радіоелектронних компонентів  
на основі керамічної та товстоплівкової 

технологій

Основна продукція:
• алюмооксидні керамічні плати з товстоплівко-

вою металізацією або адитивними металізованими 
шарами;

• керамічні пластини різної конфігурації і тов-
щини;

• комплект паст для  багаторівневих комутацій-
них плат;

• комплект паст для однорівневих НЧ та НВЧ тов-
стоплівкових схем;

• припойні пасти.
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ON THE 50th ANNIVERSARY OF THE SCIENTIFIC RESEARCH COMPANY 
“ELECTRON-CARAT”

The article is dedicated to the Scientific Research Company “Electron-Carat”, which was founded in 1972 as the Lviv 
Research and Development Institute of Materials — the leading developer of the state-of-art materials. Nowadays, the 
SRC “Electron-Carat” is leading industrial institution of Ukrainian specialized on search, investigation, technological 
development and small-scale production of materials for functional electronics, in particular nano-, micro-, opto-, 
acoustic-, cryo-, magneto- and quantum electronics. The SRC “Electron-Carat” is a certified scientific organization 
included in the state register. Some of the company’s laboratories have been recognized as national heritage of Ukraine.

The main scientific and technological scope of SRC “Electron-Carat” includes production of single-crystal epitaxial 
layers of complex oxides using the liquid-phase epitaxy method; production of epitaxial semiconductor structures based 
on A3B5 compounds by MOCVD and liquid-phase epitaxy methods; precision mechanical processing of single-crystal 
materials; vacuum deposition of metal and dielectric coatings; property research and parameter control of materials; 
production of silicon wafers; manufacture of electronic components based on ceramic and thick-film technologies.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ ЖУРНАЛУ «ТКЕА»

1. До розгляду приймаються статті прикладної спрямованості українською або англійською мовою, що 
не були опубліковані раніше і не були передані для публікації в інші видання.

2. В журналі публікуються науково-практичні та експериментальні роботи з наступних тематичних 
напрямків:

— Сучасні електронні технології;
— Нові компоненти для електронної апаратури;
— Електронні засоби: дослідження, розробки;
— НВЧ-техніка;
— Системи передачі та обробки сигналів;
— Мікропроцесорні пристрої та системи;
— Енергетична електроніка;
— Напівпровідникова світлотехніка;
— Біомедична електроніка;
— Сенсоелектроніка;
— Функціональна мікро- та наноелектроніка;
— Забезпечення теплових режимів;
— Технологічні процеси та обладнання;
— Матеріали електроніки;
— Метрологія. Стандартизація.

3. Усі матеріали, які надходять до редакції, піддаються двосторонньо закритому рецензуванню.
4. У разі виявлення плагіату або фальсифікації результатів стаття відхиляється.
5. Редакція не стягує плату за опублікування рукопису та не виплачує авторський гонорар.
6. Обов'язковою умовою для прийняття статті до розгляду є її відповідність загальноприйнятим нормам 

побудови наукової публікації, тобто в ній мають бути:
— опис проблеми з аналізом публікацій за останні 5 років та обґрунтуванням необхідності проведен-

ня дослідження;
— чітко сформульована мета роботи;
— основна частина з обговоренням та інтерпретацією результатів;
— висновки.

Крім цього, редакцію цікавлять наступні аспекти:
— можливість практичного використання результатів досліджень;
— доцільність таблиць, ілюстрацій, у т. ч. відсутність дублювання наведеної в них інформації;
— адекватність використання літературних джерел;
— точність термінології;
— композиція рукопису, у т. ч. виправданість обсягу.

7. Готуючи статтю, слід звернути увагу на наступне:
— назва, мета роботи та висновки мають бути узгоджені між собою;
— назва має бути чіткою, інформативною і водночас по можливості короткою;
— ключові слова підбираються так, щоб ймовірність знаходження статті через пошукові системи була 

якомога вищою;
— анотація на початку статті має бути досить лаконічною (до 100 слів), демонструвати, що зроблено 

у роботі, а також містити усі наведені ключові слова;
— вступ знайомить читача з областю досліджень, існуючими в ній проблемами, показує актуальність 

проведення даного дослідження і закінчується чітко сформульованою метою роботи. Тут необхідно 


